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Vorausleqgung 400V/800A SiC Modul:

Charakterisierung
Einzelchips
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* Schaltverluste
* Optimale Ansteuerung
* Kurzschlussfestigkeit

Designstudie: 400V SiC-Modul
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* Anzahl paralleler Chips

* Modul-Eigenschaften

* Gate-Ansteuerung incl.
KS-Schutz

- Nutzen von SiCim
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Simulation
400V-SiC-Modul
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Parametrisierung
Untersuchung Performance
in Voll- und Teillast
Wirkungsgrad
Parallelisierbarkeit

[Auslegung eines 400V/800A SiC-Moduls — Nutzen im 400V Antriebsstrang?
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Nutzen SiC Modul 400V/ 800A:

400V Si PWR 400V SiC PWR
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In , Teillastbereich” SiC-
MOSFET deutlich geringere
Leitverluste als IGBT.
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[ 400V-SIC: Leit- und Schaltverluste -70%; Chipflache -55%; Wirkungsgrad +3% }
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Welterarbeit/ Ausblick:

- Temperatur-Wechselbelastung -
MOSFET
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* Ansteuerung von SiC-MOSFETs

— Kurzschlussdetektion und —abschaltung
— Optimierung des Schaltverhaltens
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[ Weiteres Optimierungspotential fir 400V SiC-PWR vorhanden J




